a-

ELE 517

Yariiletken Elemanlarim ve Duizenlerin Modellenmesi

Odev 2
Verilis Tarihi : 12.10.2011 Siire 2 haftadur.

EM3 modelindeki 6 parametresi ile SPICE GP modelindeki Ixr dirsek akinm
arasindaki iliskiyi arastirmiz. Bagintilar karsilastirarak ve calisma sartlarim da
dikkate alarak ileri vonde calisma icin Igr dirsek alkimim 6 parametresine
baglayan bagintiy1 yaziniz.

Bir npn transistor icin Vec = 0 sarti altinda olciim sonucu elde edilmis olan
Pr = Pe(Ic) degisimi Sekil-1'de, buna iliskin olciim verileri de Tablo 1'de verilmistir.
Tranzistorun Is doyma akim oda sicakhginda Is = 0.744fA olarak
Olciilmiistiir. Vr = 26mV olarak saptannustir. Bu karakteristikleri ve olciim
verilerini kullanarak s6z konusu npn tranzistor icin pr akim kazancinin akima
bagimliligim modelleyen Br(0), Ise, neL ve Ikr model parametrelerini belirleyiniz.
Elde ettiginiz model parametrelerini kullanarak SPICE benzetim progranm
vardimivla ayvm degisimleri benzetim voluyla cikartimz. Benzetimle elde
ettiginiz degisimleri verilen &lciim sonuclarnyla karsilastirarak aradaki farklam
yorumlayimiz.

Yol gosterme: pri0), Isg, ner ve Ixr parametreleri icin fr = Pe(Ic) degisimi yardimmyla a,,

dz

ve a; Kkatsayillarmm belirleyiniz, bunlardan vararlanarak Pri(0), Is, ner ve 6

parametrelerini hesaplayimz. (a) da buldugunuz bagintiy1 ve 6 parametresini bir ara
biiviikliik olarak kullanarak Ixr parametresini bulunuz.



Tablo-1. Olciim verileri

Ic (A) Be
100 2.25
20n 5.2

100N 6.37
500N 10.2
1u 12.4

5u 19.7
10U 24
501 27.4
100U 45
500u 68
im 79.7
2m 0.7
am 6.2
4m 99
5m 100.2
6m 100.8
T 100.4
Sm 100
gm 099
i0m 97.8
1511 a1
20m 83.2
20m 69.7
40m 50
50m 51
bom 44.7
70m 29.6
Som 25.6
Q0m 32.2
100m 20
1501m 19.9
200m 15
200m 9.35
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Sekil-1. Br= Pe(Ic) degisimi. Vac = 0 almnustir. Diisey ve yatay eksenler logaritmik olarak Slceklenmistir.




